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A taldlmdny targya eljdrds valamely lUvegtestben integrdlt
optikai Adramkdér elBallitdsara ioncsere segitségével, amely az
iilvegtest bizonyos teriiletei és valamely fémsd kozott zajlik le,
és amelyben ezt a teriiletet egy maszk alkalﬁazéséval hatarozzak
meg, azzal jellemezve, hogy az alkalmazott maszk egy szilicium
réteqg.

Az eljadrds optikai eszkozok eldallitdsdban alkalmazhaté.
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A talalmany targya eljards integrdlt optikai alkatrészek
eldallitasdara ioncserélés segitségével szilicium maszk fel-
haszndlasdval, egy olyan eljards, amely a maszk elBallitasadra

szolgdl, tovabbd eljdras a fenti maszk végsd eltdvolitdsdra.



Az optikai hulldm vezetdk testben tdrténd képzése valamilyen
iveglemez vagy sik lap formdban az Uveg és megfeleld olvadt fém-
sk, mint példaul tallium, cézium vagy eziist sdk kozotti ioncsere
révén, joOl ismert. Az elballités maszk alkalmazdsat igényli,
amely megfeleld formdju és segitségével meghatdrozhatd a test
azon terililete, amelyben az ioncsere megtdrténik, azaz az optikai
hullam vezetd képzése torténik. Ezt példaul ugy valdsitjdk megq,
hogy az uUvegtest ioncserének kitett feliletére egységes maszkot
valasztanak le, majd erre a maszkra megfeleld mintdzatd polimer
ellenalldst képeznek fotolitografiai eljardssal Ugy, hogy ez az
ellendallas minta a maszkon bizonyos régidkat a megfeleld hatas
szdmdra szabadon hagy. Ezt kovetden a ﬁaszkra levalasztott ellen-
allas mintat az alatta levd maszkkal egyutt eltdvolitjak, végre-
hajtdk az ioncserélési eljarast, amely a maszktdl mentes ilivegtest
felileten megy végbe egy olvadt fémsd segitségével, majd véqgil a
maszk maradékat is eltavolitjak. Mas eljards szerint eldszér egy
megfeleld polimer ellendlléds mintat valasztanak le fotolitogra-
fiai eljardssal, amely ellendllasminta az iivegtest feliilet bizo-
nyos feliileteit szabadon hagyja, majd erre maszkot valasztanak
le és eltavolitjdk a maszk azon részeit, amelyek polimer ellen-
allasi anyag folott taldlhatdk, példdul ez utdébbit valamely
olddészerrel tavolitjak el ugy, hogy csak bizonyos részei maradnak
vissza, amelyek azokat a feliileteket boritjdk, amik ellendlldssal
is ellatottak. Ezutan hajtjak végre az ioncsere eljardst. Ese-
tenként egy masodik ioncseréld eljardast is végrehajtanak egy
masik firdb6ben, amely olvadt fémsot tartalmaz abbdl a célbél,
hogy "eltakarjdk vagy eltemessék" az elsd ioncserébdl szarmazd

hulldm vezetd mintdt. Az ioncsere eljdrast altaldban elektromos



térrel segitik eléb.

Az ilyen maszk eldallitdasi eljardsban jo6l alkalmazhatéd
anyagok szdmos feltételt kell hogy kielégitsenek, amelyek:

- konnyd levdlaszthatdsag,

- konnyld mintaképzési képességq,

- az uveghez vald jd tapadas,

- ioncserével szembeni ellendlléds, és

- az lioncsere utan elvégezhetd konnyl eltdvolithatdsadg anélkil,
hogy az eltavolitdsra alkalmazhatdé eljaras kdros befolyast gya-
korolna az Uvegre, illetve az loncserének kitett feliiletekre.

Maszkképzés céljidra mar szamos anyagot leirtak. Az alédbbia-
kat kiilén megemlitjik:

- a legdltalanosabban alkalmazott maszkképzd anyag az aluminium,
amelyet ilyen célra szamos kodézleményben leirtak, mint példiaul
J. L. Coutaz és munkatdrsai, Applied Optics, 21-26, (1982).

Az aluminium viszont azzal a hdtrdnnyal rendelkezik, hogy
nem megfeleld ellendlldsi az ioncsere eljardssal szemben, ki16no-
sen akkor, ha ez utdbbit hosszabb ideig végzik, mint péidéul a
tobb funkcids komponensek elddllitdsa soran.

- a titan, amelyet szamos szerzd kdzleményében leirt, mint
példaul H. J. Lilienhof és munkatarsai, Optics Comm., 35-1, 49,
1980.

A 0,269,996 szamu eurdpai szabadalmi leirdsban, amely
titdnmaszk felhaszndlassal foglalkozik, leirtdk, hogy a titan-
maszk vékony fellileti ionréteget képez, amely az ivegben gatat
eredményez ugy, hogy amennyiben a hullam vezetdt el akarjuk ta-
karni egy masodik ioncsere segitségével, ezeldtt az liveg vékony

feliileti rétegének eltavolitdsa szlkséges. Ez komoly hatranyt je-



lent.

— aluminium-oxidot is alkalmaztak, mint példaul amint ezt R. G.
Walker és munkatdrsai, Applied Optics, 22, 1929, (1983) kbdz-
leményében leirtak. Azonban az aluminium-oxid az udvegben nagy
fesziltséget okoz és igen nehéz eltdvolitani.

- platindt ugyancsak alkalmaztak erre a célra, lasd H. J. Lilien-
hof és munkatdrsai, IEEE J. Quantum Electron, Vol, QE 18, No.
11, 1877, (1982) koézleményét.

A platina alkalmazasanak az a hatranya, hogy igen drédga, és
igen agressziv kémial reagensek alkalmazdsa nélkiil nehéz elta-
volitani. Ezen tulmenden igen nehéz mintat képezni benne.

- A szilicium-oxidot és a szilicium-nitridet ugyancsak leirtdk a
fent idézett szakirodalomban ilyen céld alkalmazdasra. Ezeknek
az anyagoknak az a hatranya, hogy magas levalasztdsi hémérsék-
letet igényelnek. Ezen tulmenden a szilicium-oxid szelektiv
eltavolitasa az uvegrdl igen nehéz, mivel ezek igen kézeli
kémiai szerkezetilek.

Egyik fent leirt maszkképzd anyag sem teljesen kielégits
tulajdonsagu, ennélfogva sziikség van az iparban olyan maszk
eldallitaséra, amely valamennyi fent leirt koévetelményt kielégi-
ti.

A talalmany targya eljards szilicium maszk elfallitdsara és
ezen fenti korilmények kielégitésére.

A taldlmdny targya tovabba eljards ilyen szilicium maszk
elddllitasdra.

Részletesebben a taldlmany térgya eljdrds itvegtestben in-
tegralt optikai aramkoOr eldallitasara ioncsere segitségével,

amely az uvegtest bizonyos teriletei és olvasztott fémsd kozotti



ioncsere révén jon létre valamely maszk felhaszndlasaval, amely
utébbi meghatadrozza azokat a terileteket, ahol az ioncsere meg-
toérténik, azzal jellemezve, hogy a maszk szilicium rétegbdl &ll.

A taldlmany targya tovabbad eljards maszk szilicium réteg
levalasztasara iUvegtesten azzal jellemezve, hogy a szilicium
réteg levdlasztdsa 0gy torténik, hogy az Uvegtestet korilbelil
200 - koriilbelill 500°C hbmérsékletre melegitijik.

A jelen talalmdny szerinti integrdlt optikai Adramkdrok
elBdllitasi eljdrasa az ismert eljardsoktdl abbdl kiildonbozik,
hogy szilicium maszkot alkalmaz.

Ennélfogva a leirtasban elsdsorban azokat a folyamatokat
irjuk le, amelyek szilicium maszk el6dllitdsat, illetve ennek
végsb eltdvolitasat szolgaljak.

Az idvegtest fellletére a maszk szilicium réteget vakuumban
toérténd elparologtatads vagy katddos bevonds segitségével valaszt-
hatjuk le, amely eljarasok Jjo6l ismertek.

Abbb6l a célbdl azonban, hogy a szilicium maszk és az iiveg-
test k6z6tt j6 tapadast érjunk el, alapvetéen szikséges, hogy az
iivegtest feliletét megfelelden eldkészitsiik a szilicium leva-
lasztasa elétt.

A felilet eldkészitése konnyebb vagy nehezebb eljarassal
oldhatdé meg, attdél fuggben, hogy a maszkkal ellatott Uivegtestre
kifejtett ioncseréld eljards milyen iddtartamd, amely pedig attél
figg, hogy milyen alkatrésztipust (egyszeres Uzemmdédu vagy té&bb-
sz6ros Uzemmodu) kivanunk elballitani. Amennyiben egy egyszeres
tzemmédu alkatrészt allitunk eld és ebben az esetben az ioncsere
id6tartama altalaban korilbelil 1 6ra, az ivegfeliilet elBkészité-

se lehet valamely vizes mosdszer oldattal torténd mosds, majd
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ionmentes vizzel végzett Oblités és véglil szaritds. Ezzel szemben
egy tobbszdrds dzemmdédu alkatrész eldallitdsa soran, amikor az
ioncsere iddtartama tobb tiz o6ra, egy jobb eldkészités sziikséges,
amelynek soran a feliiletet hig savval kezeljuk, abbdl a célbdl,
hogy felileti tamadast fejtsiink ki az tveg feliletén Ugy, hogy ez
javitsa a maszk tapadasat. Azonban ez a kezelés nem lehet olyan,
ami az ivegfeliiletet kdrositja. Példdul az ilyen feliiletels-
készités soran alkalmazhatunk egy vizes mosdszer oldattal

végzett mosast, majd ezt kovetden valamely hig sav oldattal
végzett mosast, amely sav lehet példadul ecetsav, véguil ionmentes
vizzel végzett Oblitést és szaritast a felilet elBkészitésére.

Az elbkészitett Uvegfeliletre a sziliciumréteg levalasztasat
végezhetjik példaul vakuum alatt végzett elparologtatdsos mddon
vagy katédos bevonasos mdédon. ElSnydsen alkalmazhatd a szilicium
toltetbs6l vakuum alatt végzett elpdrologtatdsi eljdras. A leva-
lasztas kO6rilményei standard kortulmények, kivéve, hogy a
szubsztrat - amely ebben az esetben az Uvegtest - hdmérséklete, a
lehetségesen legkOzelebbi legyen ahhoz a h&mérséklethez, amelyen
az ezt kovetd ioncserét végrehajtjuk. Mivel a szilicium h&tagula-
si tényez&je igen eltérd az Uveg hdétagulasi tényezdjétdl, sor-
rendben 3x10—7/°C és 1OOx10_7/°C, ha a maszk levalasztdsat szo~
bahGmérsékleten végezzik, a kapott maszk az ioncsere sordn megre-
ped, mivel a h&tdgulas eltérése miatt fesziiltség keletkezik. En-
nek elkeriilése érdekében célszerd, hogy a sziliciummaszkot az
iivegtestre ugy valasszuk le, hogy az utdbbit az ioncserét
végrehajtd olvadt s6furdd hdomérsékletéhez lehetd legkdzelebbi
hémérsékleten tartjuk. Altalaban ez a hémérséklet 200-500°C k&-

zO0tti. EbbS1l a célbdl az idvegtestet valamilyen mdédon flteni
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sziikséges, amely fités lehet elektromos ellendllasfiités vagy inf-
ravords lampa. Mivel az a hfmérséklet, amit a szilicium leva-
lasztasa soran az Uvegtestre alkalmazunk, kdzeli az uveqg dtmeneti
hémérsékletéhez, eldnydsen az ivegtestet mindkét oldalrél me-
legitjik abbdél a célbdl, hogy a hémérséklet gradiens altal oko-
zott deformdaciot elkertljik. Miutan az ivegtestet szobah8mér-
sékletre hiitjik, a kapott maszkot kompresszidnak vetjik ala,

ugy, hogy ez kdrositd hatadst ne fejtsen ki. A sziliciumréteg vas-
tagsdga 0,1 um - tobb mikron kozotti lehet. El&nyodsen alkalmaz-
hatdé vastagsag korilbelil 0,3 um az egy funkcidjid alkatrészek
esetében és korilbelil 0,5 um a tdbb funkcidju komponensek eseté-
ben.

Az igy kapott sziliciumréteget ezutdan fotolitografiai
eljarassal ellendllasmintaval vonjuk be, majd szelektiven eltd-
volitjuk azokrdl a terlletekrdl, amelyeket az ellendlldsminta nem
fed be, és amelyek megfelelnek az el6allitandd optikai hulldmve-
zetd terileteinek. Az eltavolitast példaul fluérozott plazma vagy
klérozott gaz maratdssal végezhetjuk. Ezutdn eltdvolitjuk az el-
lendllas mintdt; ennek eltavolitasat standard eljardssal
végezhetjik, ami lehet példdul valamely olddszer vagy valamely
oxigénplazma. Ezutdn a kovetkezd lépésben ioncserét hajtunk végre
egy olvasztott fémsd - amely lehet példadul valamely tallium sé6 -
firddben, standard korilmények kozdtt, aminek sordn az iiveg Na™®
vagy K" ionjait az olvadt so fémionjaira cseréljik ki.

Miutdn az iorcsere befejezddott, a maszkot eltavolit-
juk a feluletrdl. Az eltavolitdst fluorozott plazma vagy kléro-
zott gaz segitségével végzett maratdassal hajtjuk végre. Azonban

mieldtt ezt a maratdsi lépést elvégezzik, el kell tavolitani az



olvasztott fiurdébsl szarmazd sdmaradvanyockat a feliletrdl, ame-
lyek hdtrdltatndk a maratdsi folyamatot. Amennyiben a cserélendd
ionok tallium ionok, amelyek jelenleg eldnydsenek tekintettek,
dltaldban tallium-nitrdt sofirddét alkalmazunk az ioncsere
eljarasban, mivel ennek olvadaspontja viszonylag alacsony. Azon-
ban az ioncsere folyamata sordan a tallium-nitrdt részben lebomlik
tallium-oxidra, amelyet nehéz oldani és ennek kés&bbi
eltavolitasa problémdkat okoz. Azt talaltuk, hogy a tallium ma-
radék eltavolitasa céljara valamely savas tisztitast alkalmazha-
tunk, azonban ez a tisztitas azt a veszélyt hordozza, hogy igen
konnyen médosithatjuk az ioncserélés soran nyert hulldmvezetd
szerkezetet, kiilldndsen egy lUzemmddid alkatrész elBallitasa soran
ha nem veszink figyelembe bizonyos megkétéseket.

Ennélfogva a taldlmédny tdrgya tovabba eljards uvegtestrdl
fémmaszk réteg eltavolitasara, fluorozott plazma vagy klérozott
gdz maratdsi eljards segitségével, ahol az eltdvolitandd fenti
réteg talliumsd és/vagy tallium-oxid maradékokat hordoz, azzal
jellemezve, hogy a fémmaszk réteg sziliciumbdl all és a maratdsi
eljards eldtt tisztitasi eljarast végzink valamely vizes hig
s6ésav oldat segitségével, amely legfeljebb 0,40 tomeg%, eldnydsen
legfeljebb 0,1 tdmeg% hidrogén-kloridot tartalmaz. Ez a kezelés
azzal az eldnnyel rendelkezik, hogy igen szelektiv és lehetdvé
teszi a sziliciummaszk eltavolitasat, mikozben csak minimdlisan
tamadja az udveget illetve az ioncsere sordn elddllitott hullédm
vezetbBket (a maratas kisebb mint 0,1 um).

A taldlmany szerinti eljdrast az alabbi példdkon részletesen
bemutatjuk, amelyek nem jelentik a taldlmdny targykorének korla-

tozasat.
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Szilicium maszk réteg levalasztdsa

A levalasztds eldtt az Uvegtestek feliletét elbkészitjik az

aladbbi kezelésekkel, annak megfelelben, hogy egy uzemmddu vagy

tobb tizemmdédu alkatrészt kivanunk eldallitani.

Egy lizemmdédid alkatrészek:

TObbszords tzemmdéddu kom-

ponensek: -

valamely kereskedelmi vizes mo-

s6szerrel ("TEEPOL"), amely 20
térfogat%-ra higitott, végzett
1 percen at tartd mosas,

ionmentes vizzel végzett Obli-

valamely kereskedelmi vizes mo-

sOszerrel ("TEEPOL"), amely 20
térfogat%-ra higitott, végzett
mosés,

4 térfogat%-os ecetsav vizes ol-
dattal 1 percen at 50°C h&mér-
sékleten végzett mosés,
ionmentes vizzel végzett obli-

tés,

szadritas.

A sziliciumréteg levalasztdsat vakuumban torténd elparolog-

tatdssal elektronagyuval végezzik sziliciumtdltetbdl kiindulva

LEYBOLD L560 berendezés alkalmazasaval.

Koralaku tartdéra 8 uUvegtestet helyeziink egyiddben, majd ezt

a vakuumkamrdba helyezziik.



006 ¢ oe uves wa s
L « v

e sas . . -
* e * e oo "

.
se see [Ys P ..

- 10 -

Az uvegtesteket eleinte a maszkképzddéssel szemben védjik.

Ezutan a berendezésben 5X107/

millibar vakuumot &llitunk
eld, majd az livegtestet 4°C/perc sebességgel 340°C hdmérséklete
melegitjik. A levalasztas megkezdése eldtt a nyomds 5%107° mil-
libar. Ezt kovetden az elektrondagyut nyomds ald helyezzik, megol-
vasztjuk a szilicium tdltetet, majd az energidt olyan értékre
allitjuk be, hogy a szilicium levdlasi sebessége 50 A/mdasodperc
legyen. Ezt koOvetben a maszkképzddés elleni véddfalat kinyitjuk,
és igy a bevonandd testek bevonadasa megkezdddik. A levdlasztast 1
perc idétartamon &t végezziik egy egy Uzemmddd minta esetében
(szilicium vastagsag: 0,3 um) illetve 1 perc 40 mdsodperc id&tar-
tamig végezziik tobb Gzemmddd mintdk esetében (szilicium
vastagsdg 0,5 um). A levdlasztds befejezése utdn a mintdkat
2°C/perc sebességgel hagyjuk lehiilni, majd amikor 100-150°C
hémérséklete hiiltek, hagyjuk hogy levegdvel érinkezzenek és ezt
kovetben kivesszik Gket a vakuumkamrabol.

2. példa

Maszk-beililtetett réteg eltdvolitidsa, 1. elijdrés

Az egyszeres uzemmodu és a tobbszoérds lizemmddd mintdkat,
amelyek olvasztott tallium-nitrat segitségével ioncserének voltak
kitéve, az alabbi eljardsnak vetjik ala:

A. Tallium-nitrat és tallium-oxid maradvanyok eltdvolitdsa:

20 térfogat%-ra higitott vizes kereskedelemben kaphatdé mosdszer

("TEEPOL") oldat segitségével 1 percen at végzett mosés,

ionmentes vizzel végzett Oblités,

1 tomeg% mennyiségl 37%-0s sbsavat tartalmazd vizes oldattal

20°C homérsékleten 2 percen at végzett mosés,

ionmentes vizzel végzett o6blités,
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- szdaritas.

B. A maszk eltdvolitasa CF, + 4% O2 plazmaban

Alkalmazott berendezés: Plasmafab 505, ETA Electrotech
terméke. Ez egy hengeres berendezésnek nevezett készilék.

Maratdsi kortilmények:

- nyomds: 26 Pa (200 millitorr),

- energila: 200 Watt,

- 1d&: 3 perc (egy Uzemmdédd alkatrészek) vagy 4 perc (tébb
izemmdéddid alkatrészek),

C. Végsd mosds (a tallium vegyiletek utolsd nyomainak
eltdvolitasa)

- 0,2 tdmeg% mennyiség 37%-o0s sosavat tartamazd vizes oldattal
20°C hOmérsekleten 5 masodpercen at végzett mosas,

- lonmentes vizzel végzett Oblités,

- szdaritéas.

Az ilyen eljdrdssal nyert tobb dzemmdédd mintdk igen j6 mi-
ndséglek. Az ilyen eljaradssal nyert egyszeres {izemmddd mintdk
kevésbé joé mindségliek, mivel ez az alkatrész érzékenyebb az
eljaras soran kifejtett kémial tamaddssal szemben és igy egy
kevésbé agressziv eljarast kivantunk kidolgozni, amely kivaléd mi-
ndségli egy utzemmddu alkatrészek elBallitdsara alkalmas.

3. példa

A maszk eltdvolitdsa, 2. elijaras

Az egy Uzemmddud mintdkat, amelyeket olvasztott tallium-
nitrat firddvel végzett ioncseréléssel allitottunk eld, az alabbi

eljarasoknak vetjik ala:
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Ay A 2, példa szerinti eljards azzal az eltéréssel, hogy a
hig sésavas mosdst csak 1 percen at végezzik, és az oldat 0,25
tomeg% mennyiségli 37%-0s sdsavat tartalmaz.

B) A maszk eltdavolitéasa SF6 plazmédban.
- az alkalmazott berendezés NE 110, NEXTRAL

Ez az ugynevezett RIE tipusu berendezés ("reaktiv ion
maratds"),amely a maszk eltavolitds kivald szabdlyozdsat teszi
lehetdveé.
teljesitmény: 15 cm3/perc standard hdmérséklet és nyomds
alkalmazdsaval.
nyomas: 6,5 Pa (50 millitorr)
energia: 30 Watt
idétartam: koriilbelu 120 masodperc (a maratds befejezddését ref-
lektometria segitségével mérjlik)

C) Végsd mosas
- 1 percen at végzett mosds 50 térfogat%-os kereskedelmi mosdszer

vizes oldatéaval ("TEEPOL")

- lonmentes vizzel végzett oblités
- szdaritas

Az igy el6allitott és kezelt egyszeres lUzemmddui mintdk
lényegében mentesek olyan karosodastsdl, amely a hullamvezetdket
érintené.

A fenti leirdsban és példdkban megadott eljarasok csak
példanak tekintendbk, és ezek mdéddosithatdk, kiildndsen ekvivalens
technoldgidk behelyettesitésével, amennyiben a taldlmany lényegét

nem valtoztatjuk megq.
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SZABADALMI IGENYPONTOK

1. Eljdrds valamely tivegtestben integrdlt optikai &dramkér
elBdllitasara ioncserével, amely az ivegtest bizonyos teriletei
és egy olvasztott fémsd ko6zott jon létre valamely maszk alkal-
mazdsdval, amely meghatdrozza azokat a teriileteket, ahol ez az
ioncsere megtodrténik, azzal j el 1l eme z v e, hogy az alkalma-
zott maszk egy szilicium réteg.

2. Eljaras valamely uUvegtestre szilicium maszk réteqg leva-
lasztasara, azzal Jellemezve, hogy a szilicium réteg leva-
lasztasat agy végezzik, hogy ekdzben az ivegtestet koriulbeliil
200-500°C hOmérsékletre melegitijik.

3. A 2. igénypont szerinti eljards, azzal jellemezve, hogy a
szilicium levalasztasdt vadkuumban szilicium forrdasbdl végzett
elpdrologtatdssal végezzik.

4. A 2. igénypont szerinti eljards, azzal jellemezve, hogy a
szilicium réteg levalasztdsdat megeldzben a bevonandd feliilet
elbkészitését végezzik, amely eldkészités sordn a feliiletet vala-
mely mosdszer vizes oldataval tisztitjuk.

5. A 3. igénypont szerinti eljaras, azzal jellemezve, hogy
a szilicium réteget vakuum alatt valamely szilicium forrasbdl
végzett elpdrologtatassal képezzik.

6. A 2. igénypont szerinti eljards, azzal jellemezve, hogy a
szilicium réteg levdlasztdsa eldtt a bevonandd feliletet
eldkészitjuk, amelynek soran a feliletet valamely savas oldat

segitségével tisztitjuk.
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7. A 3. igénypont szerinti eljaras, azzal Jjellemezve, hogy a
szilicium réteget szilicium forrdasbdl vakuum alatt végzett elpa-
rologtatassal valasztjuk le.

8. Eljaras valamely uvegtestrdl fémszerl maszk réteg elta-
volitasdra maratasi folyamattal, amelyet fluorozott plazma vagy
klérozott gaz éegitségével végzink, amely réteg talliumsd és/vagy
tallium-oxid maradékot hordoz, azzal jellemezve, hogy a fém maszk
réteg szilicium és, hogy a maratdsi eljdrds eldtt tisztitasi
eljarast végzink valamely higitott soésav vizes oldat segitségé-
vel, amely oldat legfeljebb 0,40 tomeg% hidrogénkloridot tartal-
maz.

9. A 6. igénypont szerinti eljards, azzal jellemezve, hogy a
s6sav hig vizes oldatanak koncentracidja legfeljebb 0,1 tomeg%.

10. Eljaras valamely uvegtestben ingtegrdlt optikai aramkér
eldallitasdra ioncsere segitségével, amelynek sordn szilicium
maszk véddéréteget alkalmazunk, amely meghatdrozza azokat a teri-
leteket ahol az ioncsere megtdrténik, azzal jellemezve, hogy a
szilicium maszkot reaktiv ion maratéds segitségével eltavolitjuk.

11. A 8. igénypont szerinti eljaras, azzal jellemezve, hogy
a reaktiv ion maratdst SF6 plazma segitségével végzett maratdssal

hajtjuk végre.
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